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(54) Title: RETAINING RING FOR HOLDING SEMICONDUCTOR WAFERS IN A CHEMICAL-MECHANICAL POLISHING

DEVICE

(54) Bezeichnung: HALTERING ZUM HALTEN VON HALBLEITERWAFERN IN EINER CHEMISCH-MECHANISCHEN

POLIERVORRICHTUNG

(57) Abstract: The aim of the invention is to provide a retain-
ing ring (10, 30) for holding semiconductor wafers in a chem-
ical-mechanical polishing device, whereby not only the edge
effect, but also, inter alia, the time-intensive and cost-intensive
replacement of the plastic element connected to the metallic
ring by means of epoxy adhesive is avoided. To this end, the
retaining ring is embodied as a single component and consists
of a plastic material. Said retaining ring forms a supporting
surface (18) on a first front side, for placing the retaining ring
on a polishing surface of the polishing device, and comprises
assembly elements (16, 40) on the side opposing the first front
side in the axial direction, by which means the retaining ring
can be mounted in the polishing device.

(57) Zusammenfassung: Um einen Haltering (10, 30) zum
Halten von Halbleiterwafern in einer chemisch-mechanischen
Poliervorrichtung zur Verfiigung zu stellen, bei welchem nicht
nur der Randeffekt, sondern u.a. auch auch der zeit- und kos-
tenintensive Austausch des mit Epoxykleber mit dem Metall-
ring verbundenen Kunststoffteils vermieden wird, wird vorge-
schlagen, dass der Haltering einteilig ausgebildet und aus ei-
nem Kunststoffmaterial hergestellt ist, wobei der Haltering auf
einer ersten Stirnseite eine Auflagefldache (18) zur Auflage des
Halteringes auf einer Polieroberfldche der Poliervorrichtung
bildet und auf der in Axialrichtung der ersten Stirnseite ent-
gegengesetzt liegenden Seite Montageelemente (16, 40) um-
fasst, mittels welchen der Haltering in der Poliervorrichtung
montierbar ist.
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consists of a plastic material. Said retaining ring
forms a supporting surface (18) on a first front side
for placing the retaining ring on a polish
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